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１．概要（Summary） 

次世代パワーデバイスとして GaN基板上のホモエピを

用いた縦型 MOSFET が期待されている。デバイスに使

用する誘電膜としてALD成膜のAlNを検討しているが、

当該膜は不純物である酸素の混入により素子特性を大き

く劣化させる問題があるため、今回、酸素混入の抑制検

討として、N2/H2プラズマ照射時間を振った成膜サンプル

を作製し、組成分析を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置(FlexAL) 

 

【実験方法】 

n型GaNエピ基板上に ALD装置にてAlN膜を成膜

した。成膜サイクル中のN2/H2プラズマ照射時間を 5秒、

10 秒と変更した 2 水準を作製し、各試料の AlN 膜中元

素組成を XPSで分析した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に各試料の深さ方向の XPS組成分析結果を示

す。いずれのサンプルも不純物として C, O, および F が

検出されており、その他の元素は検出されなかった。中で

も混入量が多いのは O であるが、N2/H2 プラズマ照射時

間 5秒で組成比約 10 %、10秒で組成比約 3 %と、照射

時間を長くすることで混入量を低減できることが分かった。

今後、改良したALD-AlN膜をデバイス試作に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 N2/H2 plasma exposure time dependence of 

XPS depth profiles on ALD-AlN film.  (a) 5s, (b) 10s. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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